
ПРЕИМУЩЕСТВА

ДИНАМИЧЕСКОГО ДАТЧИКА

КИСЛОРОДА

Динамический датчик кислорода,

разработанный фирмой Heraeus Sen�

sor Technology (Германия), представля�

ет собой амперометричекий сенсор

для измерения парциального давления

кислорода в газах и базируется на из�

мерительной ячейке из стабилизиро�

ванного диоксида циркония (ZrO2).

Датчик имеет следующие преиму�

щества:

● область измерений от 0,5 до 25% O2;

● нет необходимости в эталонной ат�

мосфере;

● калибровка в одной точке;

● вследствие динамического цикла из�

мерения пригоден для автоматичес�

кой проверки работоспособности;

● не требует применения расходуемых

материалов;

● высокая термостойкость;

● долговечность в эксплуатации.
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Область измерений можно расши�

рить до 100% O2 с помощью выбора со�

ответствующей электроники. Техни�

ческие характеристики датчика кис�

лорода приведены в таблице.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Сенсор состоит из керамической под�

ложки, на нижней стороне которой нане�

сён тонкий нагревательный платиновый

элемент, а на верхней стороне находится

измерительная камера (рис. 1). Измери�

тельная камера ограничена сверху мем�

браной из ZrO2, которая расположена на

строго определённом расстоянии от под�

ложки. Обрамление из платины проти�

востоит высоким рабочим температурам

вплоть до 750°C. Мембрана из ZrO2 с обе�

их сторон покрыта тонким слоем плати�

ны. На границе трёх фаз, Pt/ZrO2/газ,про�

исходит ионизация молекул кислорода.

Так как ZrO2 при высоких температурах

проводит ионы кислорода, кислород с

помощью напряжения Upump может быть

закачан в камеру, что создаёт напряже�

ние Нернста (UNernst) между платиновы�

ми электродами на внешней и внутрен�

ней поверхностях мембраны из ZrO2.

Схема включения датчика показана

на рис. 2. Цикл измерения состоит из фаз

прокачки и измерения. Во время фазы

прокачки цепь замкнута, и ионы кис�

лорода через мембрану из ZrO2 зака�

чиваются в камеру до тех пор, пока не

будет достигнуто заданное напряжение

Нернста. Напряжение Нернста связано

функциональной зависимостью с отно�

шением внешнего парциального давле�

ния кислорода к внутреннему. В следую�

щей фазе прокачки полярность Upump

меняется, и кислород откачивается из

камеры до тех пор, пока напряжение

Нернста не достигнет второго заданного

значения. Чтобы достичь этих заданных

значений напряжения, необходимо, что�

бы определённое количество электри�

ческих зарядов в виде ионов кислорода

прошло через мембрану. Обрабатыва�

ющая электроника из измеренных зна�

чений напряжений Нернста и ионного

тока может рассчитать парциальное дав�

ление кислорода в измеряемой среде.

В зависимости от установки электро�

ники, измерение значений может произ�

водиться, например, через 2 с. Благодаря

тому, что принцип измерения основан

на оценке напряжений Нернста при на�

полненной и откачанной камерах, для

определения парциального давления

кислорода не требуется эталонная среда.

Динамический датчик кислорода

Heraeus может калиброваться в одной

точке при нормальной атмосфере.

КОРПУС ДАТЧИКА КИСЛОРОДА

И СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Датчик кислорода Heraeus доступен в

различных корпусах, а также как отдель�

ный элемент вместе с программным алго�

ритмом измерений. По желанию потре�

бителя поставляется комплексная систе�

ма измерений вместе с электроникой.

Алгоритм измерения, который был

разработан для этого сенсора, преду�

сматривает функцию самопроверки.

Датчик кислорода Heraeus может быть

использован для многих применений,

где необходимы стабильные и просто

калибруемые датчики O2.

Tел.: +375�17�286�36�60

http://www.heraeus�sensor�technology.ru
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Рис. 1. Чувствительный элемент динамического

датчика кислорода
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Рис. 2. Схема внутреннего устройства и принципа

работы динамического датчика кислорода

Технические характеристики датчика кислорода Heraeus

Динамический датчик кислорода

Матвей Зинкевич (Германия), Александр Ядевич (Белоруссия)

В статье рассмотрен динамический датчик для измерения парциального

давления кислорода в газах, разработанный фирмой Heraeus Sensor

Technology (Германия). Приведены описание, принцип работы,

технические характеристики и преимущества.

На правах рекламы

Диапазон измерений, объём. % О2 0,5…25 (до 100 с адаптированной электроникой)

Точность измерения, объём. % ±0,25

Частота измерения 1 (значение приблизительно в 2 с)

Мощность нагревателя, Вт 3,2

Мощность нагревателя в момент нагрева, Вт 5,2

Ток нагрева, не более, мА 350

Время нагрева, с 20

Рабочая температура, °С Около 780

Напряжение нагрева, В 12

Сопротивление холодного нагревателя, Ом 12 ± 0,5

Сопротивление нагревателя при рабочей температуре, Ом 42,5…46,2

Материал подложки Керамика

Материал нагревателя Платина

Размер, мм 4,8 × 5,9
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Графеновые транзисторы

способны взаимодействовать

с живыми клетками

Команда исследователей из Мюнхенско�

го технического университета заявила о

том, что ей удалось создать платформу,

позволяющую электронике осуществлять

взаимодействие непосредственно с клет�

ками мозга.

В основе разработки лежит массив из

транзисторов на базе графена – матери�

ала на основе углерода, который облада�

ет уникальными свойствами. Созданное

учёными устройство способно не толь�

ко передавать электрические импульсы

клеткам мозга, но и регистрировать об�

ратную реакцию. Использование для та�

ких целей традиционных кремниевых

полупроводников невозможно, так как

кремний не обладает способностью сма�

чиваться.

Графен обладает химической устой�

чивостью, биологической инертностью и

позволяет создавать полупроводниковые

приборы с непревзойдённой производи�

тельностью. Кроме того, транзисторы из

графена значительно дешевле в производ�

стве, чем кремниевые, так как материал

создаётся искусственно.

В ходе исследования учёные создали

массив из 16 полевых графеновых тран�

зисторов, размещённых на подложке из

медной фольги. Графен был помещён на

подложку методом осаждения паров, а

транзисторы созданы с помощью фотоли�

тографии и травления. Позже учёные вы�

растили поверх транзисторов слой клеток

сердечной мышцы. В результате было об�

наружено, что транзисторы без проблем

способны регистрировать электрические

сигналы этих клеток.

Дальнейшие труды исследователей бу�

дут направлены на создание массивов

транзисторов на гибкой подложке, а также

на увеличение числа транзисторов на од�

ной подложке.

http://www.tgdaily.com/

IBM и Micron начинают

производство сверхбыстрых

контроллеров памяти

IBM и Micron объявили о начале со�

вместной работы по производству кон�

троллеров памяти, которые обеспечат

невиданную на сегодняшний день про�

изводительность. По заверению предста�

вителей обеих компаний, новый чип,

который получил название Hybrid Memo�

ry Cube, позволит памяти работать в 15

раз быстрее. Коммерческую реализацию

проекта возьмёт на себя Micron, который

является самым крупным производите�

лем памяти в США. К слову, ранее к это�

му проекту присоединилась компания

Samsung.

Как сообщили разработчики, контроллер

позволяет полностью реализовать потен�

циал динамической памяти (DRAM) и избе�

жать разрыва между скоростями работы

процессора и памяти, который постоянно

увеличивается с развитием технологий

производства полупроводников. Изначаль�

но Hybrid Memory Cube планируется

использовать в высокопроизводительных

системах вроде серверов, но IBM не исклю�

чает скорый приход технологии и на потре�

бительский рынок.

Часть разработки, которая принадле�

жит IBM, называется TSV и касается спе�

циальных каналов, с помощью которых

осуществляется соединение с каждым от�

дельным стеком. Благодаря такой архи�

тектуре скорость доступа к каждому сте�

ку на порядок выше, чем при имеющихся

методах. Если учесть, что динамическую

память нужно регулярно обновлять для

сохранения данных, то такой подход поз�

воляет увеличить скорость работы в не�

сколько раз.

Hybrid Memory Cube будет производить�

ся на заводе IBM в Восточном Фишкилле,

штат Нью�Йорк. Микросхемы будут выпус�

каться по 32�нанометровому техпроцессу.

Поставки чипов начнутся во второй поло�

вине 2012 г.

http://www.cnet.com/

Учёные обещают увеличить

ёмкость аккумуляторов

и уменьшить время заряда

в 10 раз

Группа исследователей из Северо�За�

падного университета (Northwestern Univer�

sity) создала электроды, которые увеличат

на порядок энергоёмкость существующих

литий�ионных батарей и сократят в 10 раз

время их зарядки.

Ёмкость батареи ограничивается воз�

можностью электродов накапливать за�

ряд, а время зарядки определяется ско�

ростью перемещения ионов от анода к ка�

тоду – чем они ближе, тем меньше время

заряда. Современная технология произ�

водства литий�ионных аккумуляторов ис�

пользует углерод (в виде множества сло�

ёв графена) в качестве материала для

электродов, который накапливает ионы

лития. Но углерод может захватывать

лишь один ион лития на шесть своих ато�

мов. Перспективно использовать в этом

качестве кремний, который удерживает

уже четыре атома лития на каждый свой

атом. Однако при зарядке кремний быст�

ро увеличивается в объёме, что вызывает

его разрушение и соответствующую поте�

рю ёмкости.

Исследователи под руководством про�

фессора Гарольда Кунга (Harold Kung)

предложили изменить структуру электро�

дов, добавив между слоями графена крем�

ниевые кластеры. Гибкость графена, таким

образом, компенсирует расширение крем�

ния. Кроме этого, в графеновых листах де�

лаются отверстия размером 10…20 нм.

Это так называемая «плоскость дефек�

тов», ускоряющая доступ ионов лития к

кремнию и на порядок сокращающая вре�

мя зарядки.

Кунг утверждает, что в результате таких

преобразований становится возможным

увеличение ёмкости аккумулятора и ско�

рости подзарядки в десять раз по сравне�

нию с современными батареями. Он также

отмечает, что даже после 150 циклов заря�

да�разряда новые аккумуляторы в пять раз

эффективнее обычных. Коммерческое ис�

пользование этой технологии может на�

чаться уже через 3–5 лет.

http://www.northwestern.edu/
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